权利要求书

1、一种镁橄榄石-C合成的MgO-SiC-C质材料的制备方法，其特征在于按摩尔比先将1～ 4mol的镁橄榄石矿粉和3～6mol的C粉混合，外加上述混合料质量百分含量4～10％的结合 剂，搅拌或混碾10～30分钟，经压制成型后干燥，然后在还原气氛下烧结，烧结温度为1450～ 1700℃，保温时间为2～8小时。           

2、根据权利要求1所述的镁橄榄石-C合成的MgO-SiC-C质材料的制备方法，其特征在 于所述的干燥是在60～110℃条件下烘干12～24小时，或在室内自然干燥24～48小时。           

3、根据权利要求1所述的镁橄榄石-C合成的MgO-SiC-C质材料的制备方法，其特征在 于所述的镁橄榄石的MgO含量≥38％，粒度为0.2～0mm。           

4、根据权利要求1所述的镁橄榄石-C合成的MgO-SiC-C质材料的制备方法，其特征在 于所述的工业炭粉的C含量≥80％，粒度为0.1～0mm。           

5、根据权利要求1所述的镁橄榄石-C合成的MgO-SiC-C质材料的制备方法，其特征在 于所述的结合剂或为酚醛树脂，或为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、亚硫酸纸浆废液、工业 糊精粉、聚乙烯醇中的一种结合剂或一种以上的混合剂：除酚醛树脂外，其他结合剂使用时 先调制为水溶液。           

6、根据权利要求1～5项中任一项所述的镁橄榄石-C合成的MgO-SiC-C质材料的制备 方法所制备的MgO-SiC-C质复合材料。

